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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公開番号】特開2008-211144(P2008-211144A)
【公開日】平成20年9月11日(2008.9.11)
【年通号数】公開・登録公報2008-036
【出願番号】特願2007-48996(P2007-48996)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｌ  29/786    (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  21/336    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/077    (2006.01)
   Ｇ０６Ｋ  19/07     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１８Ｄ
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   Ｈ０１Ｌ  29/78    ６１６Ａ
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【手続補正書】
【提出日】平成22年2月15日(2010.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】発明の名称
【補正方法】変更
【補正の内容】
【発明の名称】半導体装置の作製方法
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　島状の半導体層を形成し、
　前記半導体層に不純物元素を添加して、前記半導体層に表面側から順に第１濃度領域及
び前記第１濃度領域よりも不純物濃度が低い第２濃度領域を形成し、
　前記半導体層上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層を選択的にエッチングして前記半導体層を局所的に露出させ、
　前記第１の絶縁層をマスクとして前記半導体層を露出させた領域の第１濃度領域を選択
的にエッチングすることにより、局所的に露出させた前記第２濃度領域を含むチャネル形
成領域と、残存する前記第１濃度領域及び前記第２濃度領域を含む不純物領域を形成し、
　前記チャネル形成領域及び前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層及び前記第２の絶縁層を介して、前記チャネル形成領域及び前記不純
物領域の一部と重なる導電層を形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項２】
　島状の半導体層を形成し、
　前記半導体層に不純物元素を添加して、前記半導体層に表面側から順に第１濃度領域及
び前記第１濃度領域よりも不純物濃度が低い第２濃度領域を形成し、
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　前記半導体層上に第１の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層を選択的にエッチングして前記半導体層を局所的に露出させ、
　前記第１の絶縁層をマスクとして前記半導体層を露出させた領域の第１濃度領域を選択
的にエッチングすることにより、局所的に露出させた前記第２濃度領域を含むチャネル形
成領域と、残存する前記第１濃度領域及び前記第２濃度領域を含む不純物領域を形成し、
　前記チャネル形成領域及び前記第１の絶縁層上に第２の絶縁層を形成し、
　前記第１の絶縁層及び前記第２の絶縁層を介して、前記チャネル形成領域及び前記不純
物領域の一部と重なる導電層を形成し、
　前記導電層をマスクとして前記第１の絶縁層及び前記第２の絶縁層をエッチングするこ
とにより、前記不純物領域の一部を露出させ、
　少なくとも前記露出させた不純物領域上に金属層を形成し、
　熱処理を行うことにより、前記不純物領域と前記金属層が接する領域の一部をシリサイ
ド化して、前記不純物領域の一部にシリサイド領域を形成することを特徴とする半導体装
置の作製方法。
【請求項３】
　請求項２において、
　前記金属層を、ニッケル、チタン、コバルト、又は白金から選ばれる金属元素、又は当
該金属元素を含む合金材料を用いて形成することを特徴とする半導体装置の作製方法。
【請求項４】
　請求項１乃至請求項３のいずれか一において、
　前記第２の絶縁層の膜厚を１ｎｍ乃至２０ｎｍの範囲で形成することを特徴とする半導
体装置の作製方法。
【請求項５】
　請求項１乃至請求項４のいずれか一において、
　前記半導体層に形成する前記第１濃度領域を、１×１０１６乃至１×１０２２ａｔｏｍ
ｓ／ｃｍ３の濃度で不純物元素を含むように形成することを特徴とする半導体装置の作製
方法。
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